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ДЕГРАДАЦІЙНО-ВІДНОВНІ ОСОБЛИВОСТІ  

ОПРОМІНЕНИХ СВІТЛОДІОДІВ GAP 

 

Досліджувались гомоперехідні вихідні та опромінені електронами E = 2 MeВ Ф = 5,9∙1014 см−2  8,2∙1016  см−2 

світлодіоди GaP. Вивчався вплив радіаційної обробки на їхні електричні та оптичні характеристики; наведено 

результати ізохронного відпалу опромінених зразків; проаналізовано наслідки високотемпературного відпалу 

вихідних діодів. Виявлено особливості формування вольт-амперних характеристик червоних світлодіодів, 

легованих Zn, O та зелених, легованих N, при зворотному зміщенні, а також особливості відновлення величини 

зворотного струму при відпалі обох видів світлодіодів. 
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DEGRADATION AND RECOVERY FEATURES OF IRRADIATED GAP LEDs 

 

The homo-transitional initial and irradiated by electrons with E = 2 MeV, F = 5.9∙1014 cm−2  8.2∙1016 cm−2 GaP 

LEDs were studied. The effect of radiation treatment on their electrical and optical characteristics was studied; the 

results of isochronous annealing of irradiated samples are given; the consequences of high-temperature annealing of 

output diodes are analyzed. Peculiarities of the formation of the current-voltage characteristics of red LEDs doped with 

Zn, O, and green LEDs doped with N under reverse bias, as well as features of the recovery of the reverse current 

during annealing of both types of LEDs, are revealed. 

Keywords: GaP, light-emitting diode (LED), electrical and optical characteristics, current-voltage characteristics. 
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